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1. はじめに 

Si 半導体デバイスへのⅢ-Ⅴ族化合物半導体

の混載に向け、バッファ層としての緩和 Ge薄

膜の応用が注目されている[1]。しかし、Geは

Siとの約 4.2％の格子定数差により三次元成長

することが知られている[2]。ここでは、サブ

原子層カーボンを用いた平坦なGe薄膜の形成

について検討した。 

 

2. 実験方法 

 試料は MBE装置によって作製した。Si基板

表面の不純物を化学洗浄で除去した後、MBE

装置内に搬入した。基板温度 200℃において、

K セル加熱により Ge を 7.5～30 ML(モノレイ

ヤ)堆積し、続いて電子線照射により C を  

0.1～0.5 ML堆積した。その後、MBE 装置内で

650℃、5 分間のアニール処理を行った。作製

した試料は、RHEED による表面状態の評価と、

AFMによる表面形状の評価を行った。 

 

3. 結果と考察 

 Ge堆積量が 7.5 MLで C被覆が 0、 0.15、 0.2、 

0.25 MLのときの AFM像を図 1に示す。C被

覆しないときGeは再結晶化により三次元成長

し、多くの島を形成した。C被覆が大きくなる

と島の数は減少し、0.25 MLでは平坦な 

2 次元の Ge薄膜が形成された。 

C 被覆が 0.25 ML で Ge 堆積量が 7.5、15、

30 ML のときのアニール後の RHEED 像と

AFM像を図 2に示す。Ge堆積量に依存せずに

結晶化した平坦な 2次元の Ge薄膜が形成でき

ることを確認した。 
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図2  AFM像・RHEED像のGe堆積量変化 (C : 0.25 ML)

図1  AFM像のC被覆変化 (Ge : 7.5 ML)
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